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【はじめに】  

 n-GaN のトラップに関しては、多くの報告がなされている。我々も、MOCVD 成長 n-GaN

のトラップを DLTS、MCTS 測定により行い、その結果について報告してきた[1,2]。一方、

p-GaN のトラップに関する報告は少ないようである[3]。一つには、p-GaN のショットキー及

びオーミックコンタクトの作製の難しさにあるように思われる。そのため、n
+
p 接合を用い

た p-GaN トラップ評価の試みが報告されている[4]。今回、n
+
-GaN 基板上に p

++
p

-
n

+
接合を

MOCVD成長により作成し、p-GaNのトラップ評価を試みたので、報告する。 

【実験方法】  

用いたダイオード構造は、p
++

([Mg]=8x10
19

 cm
-3

)/p
-
([Mg]=2x10

17
 cm

-3
)/n

+
([Si]=1x10

19
 cm

-3
)/ n

+
-

GaN 基板である。オーミック電極は、n
+
-GaN 基板上には Ti/Al、p

++
-GaN 上には Ni/Au を用

いて作製した。DLTS 測定により、p
-
-GaN トラップの評価を行った。容量測定は、その周波

数依存性の測定から、1 MHzで行った。 

【実験結果】 

図 1 に CV 測定より求めたイオン化したアクセプタ濃度の深さ分布を示す。求めた濃度は

ほぼ 2x10
17

 cm
-3

 であり、p
-
-GaN の設計値[Mg]=2x10

17
 cm

-3と一致した。この結果は、予測通

りに空乏層が p
-
-GaNに伸びていることを示している。図２に、DLTS信号を示す。p

-
-GaNの

多数キャリア（正孔）トラップ Ha、Hb、Hc、Hd が観測されている。図２には、容量の温度

依存性についても示した。Mgアクセプタ凍結のため、170 K以下で容量の減少が見られる。

従って、Ha、 Hbについては、低周波数での容量測定を用いて DLTS測定を行う必要がある。

また、電流 DLTS測定についても検討している。Hc, Hdのエネルギー準位は Ev+0.46, 0.88 eV

であった。トラップ濃度は Haで 1.6x10
15

 cm
-3、Hdで 2.4x10

16
 cm

-3である。Hdのエネルギー準

位は、n-GaNで観測される正孔トラップ H1[1,2]に近く、同一のトラップかどうかの検討を行

っている。放出時定数の電界依存性、トラップ濃度の深さ分布についても評価を進めている。 
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